
 
 

Аннотация 

 

Дипломная работа сделана на 48 страницах, они содержат 4 раздела, 27 
рисунков, 12 источников литературы. 

В дипломной работе рассматривается теоретические основы туннельного 
пробоя p-n перехода и проводится эксперимент подтверждающий 
полученные теоретические сведения. Тема работы является актуальной, 
поскольку множество электронных устройств по причине их работы на 
низких напряжениях подвержены этому виду пробоя. В соответствии с этим,  
данная работа была направлена на исследования возможных механизмов его 
возникновения для дальнейшего использования этой информации при 
проектировании устройств.  

В работе была выведена формула туннельного пробоя, и построены рабочие 
характеристики. Также были рассмотрены теоретические основы 
функционирования приборов на основе p-n перехода. В ходе работы были 
проведены эксперименты направленные на изучение некоторых вариантов 
возникновения туннельного пробоя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNOTATION 

 

The following work comprises 48 pages, these consist of 4  sections, 27 images, 
and 12 literature sources. 

The following graduate work considers theoretical background of tunnel 
breakdown of p-n junction. In this work was also conducted an experiment proving 
the obtained theoretical data. Topic of the work is of current interest as this kind of 
breakdown can occur in a huge variety of electronic devices because of their 
functioning at low voltages.  According to this, the following work was aimed to 
study all the possible mechanism of the tunnel breakdown occurrence in order to 
use this information for its further usage during electronic devices design.  

In this work was also derived a formula of tunnel breakdown and built its working 
characteristics. Also was considered a theoretical background of functioning of 
electronic devices that based on this kind of breakdown. During the work were 
conducted experiments aimed on studying some examples of occurrence of the 
considered breakdown. 
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